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Согласно некоторым публикациям, при движении дислокаций в кремнии в плоскостях их скольжения возникают некие дефекты, которые наблюдались в виде «следов» от движения дислокаций в экспериментах по химическому травлению [1], а также методом EBIC [2]. Однако, природа этих дефектов оставалась совершенно неясной. 

В нашей работе, используя диффузию золота как метод детектирования собственных точечных дефектов и их комплексов, мы исследовали дефекты, возникающие в процессе движения дислокаций в кремнии при 600оС. Измеряя методом DLTS концентрацию золота в образцах кремния Fz-Si n- и p-типа было показано, что в областях с плотностью дислокаций 105-106cм-2 концентрация золота [Aus] на полтора – два порядка выше, чем значение [Aus], рассчитанное в предположении равновесной концентрации собственных точечных дефектов. Объяснить аномально большую концентрацию [Aus] золота в образцах с дислокациями можно предположив, что в процессе движения дислокаций (при 600°С) в их плоскостях скольжения генерируются неравновесные дефекты вакансионного типа. При этом существенный вклад в процесс диффузии золота дает реакция типа Aui+V↔Aus.
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Рис.1 Экспериментальные и расчетные зависимости концентрации атомов золота в узлах решетки кремния от расстояния d от поверхности вглубь образца p-типа «pFzSi2» в области без дислокаций (квадраты) и с плотностью дислокаций 1.6 106см-2 (треугольники) после диффузии золота при 700оС 3 ч. Точками показаны экспериментальные данные, сплошными кривыми – результаты компьютерного моделирования диффузии золота. Кривые 1и 2 получены в предположении равновесной концентрации вакансионных дефектов [V]=[V]eq в области без дислокаций (1) и с дислокациями (2), кривая 3 – в предположении, что [V] =3 1013см-3.


В аналогичным образом приготовленных образцах кремния, выращенных по методу Чохральского (Cz-Si), после их последующего отжига при Т=830°С в течение 120 мин возникали так называемые новые термодоноры (NTD) [3], причем в области с плотностью дислокаций 105-106cм-2 концентрация NTD на порядок превышала их концентрацию в области, не содержащей дислокаций. По-видимому, генерируемые в процессе деформации вакансионные комплексы, оказывают существенное влияние на процесс формирования NTD.
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